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1 まえがき
近年、60GHz帯を利用した超高速近距離無線通信機能

を民生機器に実装するために、より安価な Si CMOSを
用いた無線通信回路が検討されている。ミリ波帯無線通
信機の構成要素の中で高出力な電力増幅器の実現が最も
困難な物の一つである。本発表では、その CMOS電力
増幅器の発振安定性について議論する。

2 検討方法
電力増幅器を作成する際に一番注意が必要な事項とし

て発振の問題がある。特に 60GHz帯では、トランジス
タなどのモデルが提供されていないため、各自モデルを
作成しなければならない。しかし、モデルの作成には正
確な測定評価技術を必要とするため、誤差がでやすい。
その誤差によって電力増幅器の回路が発振してしまう可
能性があるため、モデルの誤差と発振の関係について解
析を行った。
引き出し線の長さが異なるトランジスタを測定した結

果を図 1に示す。また、de-embedding法には文献 [1]の
方法を用いた。60GHz帯では、測定環境によってトラン
ジスタのソース部分に付く抵抗やインダクタンスが変化
してしまい誤差がでやすい。高周波になると、低周波で
は影響の少なかった S12成分が顕著に見えてくるため、
S12のわずかな誤差が安定係数に大きな影響を与えてし
まう。図 1で示したトランジスタを実際の電力増幅器回
路に使用し、発振への影響を検討する。

3 シミュレーション・測定結果
今回検討した電力増幅器の回路図を図 2に示す。今回

は単相の 4段電力増幅器とし、トランジスタサイズは初
段から、40µm,60µm,80µm,160µmとした。作成した電
力増幅器のシミュレーション・実測結果を図 3に示す。
S12の大きいトランジスタを使用した場合は発振の傾向
が顕著にでており、実測にかなり近い結果となった。こ
のように S12のわずかな誤差でも、60GHz帯での電力増
幅器においては発振に大きく影響することがわかる。

4 まとめ
引き出し線の長さなどの測定環境の差で、トランジス

タのソースにつくインダクタンスや抵抗値が変化するこ
とを示した。また、その誤差によって変化するトランジ
スタの S12が電力増幅器の発振に大きく影響を及ぼすこ
とを示した。
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図 1 引き出し線の違いによるトランジスタの測定結果

図 2 4段電力増幅器のレイアウト図

Frequency [GHz]

S
(1

,1
) 

[d
B

]

Frequency [GHz]

S
(2

,2
) 

[d
B

]

Frequency [GHz]

S
(2

,1
) 

[d
B

]

Frequency [GHz]

S
ta

b
F

a
c
t

実測

10µm

50µm

Sim.  引き出し線

図 3 4段電力増幅器のシミュレーション・実測結果
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